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(57) bie Erfindung bezieht sich auf einen druckgesteuerten
Schwellwertschalter aus amorphem, zwischen niedriger und hoher
LQltfdhlnglt schaltbarem Halbleitermaterial. Ziel der Erfindung

ist ein druckgesteuerter Schwellwertschalter mit hoher Stdrsicherheit.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die hohe Stdrsicherheit
durch Ausnutzung druckabhdngiger Parameter des genannten
Halbleitermaterials zu erreichen, die ein Ausgangssignal

ermdglichen, fiir das die ausreichende Stabilitdt der Kennwerte der
ansteuernden Impulsfolge bereits gegeben bzw. einfacher zu erzielen
ist. BErfindungscemidB wird diese Aufgabe geldst, indem bei

Impulshdéhen der ansteuernden Rechteckimpulse lber der Schwellspannung
des Halbleitermaterials die wirksame Breite der Rechteckimpulse
zwischen der Verzdgerungszeit des Halbleitermaterials ohne
Druckbeaufschlagung und dessen Verzdgerungszeit mit Druck-
keaufschlagung liegt. ~ Fig.3 -

8 Seiten
:10:‘(%$g
(688) Ag 141/79-79 5. A(ER 2680



DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
ARAT FUR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

JET 143 194

Wirtschafispatent

Erteilt gem3R § 6 Absatz 1 des Anderurgsgesetzes zum Patentgesetz

“ Inder vom Anmelder oingeraichten Fassung varétfantlicht

Int.C1.2

(11) 143 191 (44) 06.08.80 3(51) H 01 L 45/00
: : . - H 03 K 3/36

{21) WP H 01 L / 213 178 (22) 28.05.79

Zur PS Nr. d&3.:.(ﬁ/......

"ist eine ZweitiQhrift erschienen.
[4 [} "
2 gem. § 6 Abs. 1 d. And. Ges. z. Pat. Ges.)

(Teilweise
{71) siehe (72)

(72) Dippmann, Christian, Dr.-Ing.; KrauB8, Rainer, Dr.-Ing.;
Felber, Dietmar, DD

(73) siehe (72)

(74) Rainer Ulbricht, VEB Robotron=-Buchungsmaschinenwerk
Karl~Marx-Stadt, 9010 Karl-Marx-Stadt, Annaberger StraBe 93

(54) Druckgesteuerter Schwellwertschalter

L)

(57) bie Erfindung bezieht sich auf einen druckgesteuerten
Schwellwertschalter aus amorphem, zwischen niedriger und hoher
Leitfihigkeit schaltbarem Halbleitermaterial. Ziel der Erfindung

ist ein druckgesteuerter Schwellwertschalter mit hoher Stoérsicherheit.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die hohe Stoérsicherheit

durch Ausnutzung druckebhidngiger Parameter des genannten
Halbleitermaterials zu erreichen, die ein Ausgangssignal

ermdglichen, fiir das die ausreichende Stabilitdt der Kennwerte der
ancteuvernden Impulsfolge bereits gegeben bzw. einfacher zu erzielen
ist. Erfindungsgemif wird diese Aufgabe geldst, indem bei

Inpulshdhen der ansteuernden Rechteckimpulse iber der Schwellspannung
des Halbleitermaterials die wirksame Breite der Rechteckimpulse
zwischen der Verzdgerungszeit des Halbleitermaterials ohne
Druckbeaufschlagung und dessen Verzdgerungszeit mit Druck-
beaufschlagung liegt. = Fig.3 -

8 Seiten

PeCOR GBS
. a1es DeOO o -1
v R RO '
$8esatd : ov0C 00 "
el § ctge ceos ® (688) Ag 141/79-79 5. A(EP 2680



4 813 178

Titel der Erfindung

Druckgesteuerter Schwellwertschalter

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen druckgesteuerten Schwell-
wertschalter aus amorphem, zwischen niedriger und hoher
Leitfahigkeit schaltbarem Halbleitermaterial. Der Schwell-
wertschalter kann als mechanisch-elektrisches Wandler-

‘ element fir Tastschalter, Relais und Koppler Verwendung

finden.

Charakteristik der bekannten technischen Ldsung

Bei einem bekannten druckgesteuerten Schwellwertschalter
aus einem amorphen Halbleiter (DD-PS 195948) umhiillen
nagnetische Grund- und Deckelelektroden das Halbleiter-—
material und iiben auf dasselbe bei Durchsetzung mit einem
Magnetfeld Druckkrifte aus. An den Elektroden des Halb-
leitermaterials liegt eine Impulsspannung an, deren Spit-
zenwerte niedriger als die Schwellspannung des Halblei~
termaterials sind. Durch die erzeugten Druckkrdfte wird
die Schwellspannung unter die Spitzenwerte der Impuls-
spannung gesenkt, so daf das Halbleitvermaterial vom Zu-~
stand niedriger in den Zustand hoher Leitfahigkeit um-
schaltet, Hierbei steht bezliglich der Breite der an-—
steuvernden Impulse die Bedingung, daB diese grofer als
eine mabterialbedingte Verzdgerungszelt des Halbleiters
vom Erreichen des Schwellwertes bis zum Umschalten ist.
Die Betrédge der erreichbaren druckabhidngigen Schwellwert-
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dnderungen sind im Verhsltnis der Amplitudenschwankungen
der ansteuernden Impulse gering, so daB eine hohe Ampli-
tudenstabilitit Voraussetzung flr die exakte Funktion des
Schwellwertschalters bzwe fiir eine hohe Storsicherhelt
‘bildet, die mit erhdhten Aufwendungen verbunden sinda

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung.ist die Entwicklung eines druckge-
steuerten Schwellwertschalters, der sich gegeniiber der be-—
kannten Losung durch eine hohere Storsicherheilt auszeich-
nete

Darlegung des Wescns der Erfindung

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die beabsichtigte
Erhthung der Stdorsicherheit durch Ausnubzung anderer druck-
abhiangiger Parameter des genannten Halbleitermaterials zu '
erreichen, die ein Ausgangssignel ermdglichen, fiir das die
ausreichende Stabilitit der Kennwerte der ansteuernden Im—
pulsfolge bereits gegeben bzw, einfacher zu erzielen ist.

ErfindungsgemsB wird diese Aufgabe geldst, indem bel Im-
pulshthen der ansteuernden Rechteckimpulse liber der Schwell-
spennung des Halbleitermaterials die wirksame Breite der |
Rechteckimpulse zwischen der VerzOgerungszeit des Halb-
leitermaterials ohne Druckbeau@schlagung und dessen Ver—
zogerungszelt mit Druckbeaufsohlagung liegte |

Ausfihrungsbeispiel
In der Zeichnung zelgent
Figur 1¢ Spannungs—Zeit-Funktionen an amorphen Halb-

leitern,

Figur 2¢ SpannungsmZeiﬁ—Funktionen an amorphen Halblei-
" btern in Abhingigkeit wvon wirkenden Druckkraften
und ‘ '

Figur 35 das Schaltbild des erfindungsgem#Bien Schwellwert-
- schalters
s
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GemiB Fig. 3 besteht der erfindungsgemiBe Schwellwertschal-
ter aus einem Generator G, einem Schaltelement S aus amor-— -
phem Halbleitermaterial, einem Vorschaltwiderstand RV und
einem MeBwiderstand RM’ die eine Reihenschgltung bilden,
" Die iiber den MeBwiderstand RM abfallende Spannung ist ﬁbgr,
einen Ausgang A herausgefilhrt, Der Generator G erzeugt
Rechteckimpulse mit einem Spannungsverlauf UG_geméB Fig.1,
der iiber den Vorschaltwiderstand Rv am Schaltelement S an-
liegt mit einen Spannungsverlauf UE‘ Erreicht dieser die
Schwellspannung US’ wird der Ubergeng des Schaltelementes

S vom Zustand niedriger Leitfzhigkeit in den hoher Leit-
féhigkeit eingeleitet. Auf Grund der physikalischen Vor-
génge im Halbleiter erfolgt die genannte Umschaltung nach
einer Verzogerungszeit t29 Als wirksame Impulsbreite ¢
wird die Zeit von Erreichen der Schwellspannung US bis zur
Unterschreitung dieser Schwellspannung durch den Spannungs-
- verlauf UG bezeichnet. Eine Voraussetzung filr die genannte
"Umschaltung vildet das GroBenverhdltnis von wirksamer Im-
pulsbreite t5 und Verzdgerungszeiltb tz, fir das gilt:

t5 > t2. Mit dem Ubergang des Schaltelementes S in den Zu~—
stand hoher Leitfdhigkeit (Zeit t4) bildet sich am Ausgang .
A die Anstiegsflanke des Ausgangsimpulses, dessen Riick-
flanke mit der Rickflanke des Spannungsverlaufes UG ent—
steht (Spannungsverlauf Uy in Figur 1)

Flir das GroSenverhidltnis t2 > t5 entsteht am Ausgang A
kein Impuls (Spannungsverlauf Uy in Figur 2), da das
Schaltelemerit S nicht in den Zustand hoher Leitfihig-
keit kommt, denn nach &blauf der Verzogerungszeit t2 hat
der Spannungsverlauf UG bereits die Schwellspannung US
wnterschritten,

~ Bs wurde gefunden, daB die Verzogerungszelt t2 von einer
auf das Halbleitermaterial des Schaltelementes S ausgelib—
ten Druckkraft abhingig ist. Eine Erhohung dieser Druck-
kraft bewirkt eine Verkléinerung der ‘Verzogerungszelt t2
auf den Wert Gope

lfoms



Liegt die wirkseme Impulsbréite t5 (Spannungsverlauf UG
in Pig. 2) in ihrem Betrag zwischen der Verzogerungszelt
ty
mit Druckbeaufschlagung (th'< t5 <‘t2), kann das Schalt-
‘element S durch eine auf sein Halbleitermaterial ausge- v
iibte Druckkreft geschaltet werden, Der Ubergang des Schalt-

ohne Druckbeaufschlagung und der Verzdgerungszelt tED

clementes in den Zustand hoher Leitfghigkeit (Spannungs-—
verlauf UED) erfolgt dann, bevor die Ruckflanke des von
Generator G anliegenden Spennungsverlaufes UG die Schwell~
spannung Us unterschreitet, Am Ausgang A ist der Spannungs-—
verlauf UMD des entstehenden Ausgangsimpulses abnehmbar.
Die Schwellspannung US ist ebenfalls druckabhingig, so dab
sich gleichfalls eine Erniedrigung derselben ergibt, die
unterstiitzend auf den Umschaltvorgang wirkt, Die Schwell-
spannung US ist nicht die fiir die Umschaltung zu steuern-
de Grofe, wie dies bei dem bekannten Schwellwertschalfter
‘der Foll ist. Da mit bekannten Mitteln die Einstellung

der wirksamen Impulsbreite b wesentlich priziser méglich
und vnempfindlicher gegeniiber StérgrdBen ist als die Ein-
stellung von Impulsamplituden gem#B der bekannten Losung,
ist das Ziel einer hoheren Stdrsicherhelt erreicht.

Die genannte Druckbeaufschlagung kann wie bei der bekenn-—
ten Iosung durch eine Ummantelung des amorphen Halbleiter-—
materials des Schaltelementes S mit Grund- und Deckelelek-—
troden erfolgen, die aus Material mit magnetostrikiiven
Eigenschaften bestehen. Diese Elektroden iiben bei Annghe-
rung eines Magnetfeldes M auf das Halbleitermaterial die
fiir den SchaltprozeB erforderliche Druckkraft aus. Andere
Moglichkelten der Erzeugung der.Druckkraft konnen gewsdhlt
C Werden.
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Erfindungsanspruch .

Druckgesteuerter Schwellwertschalter mit einem Schaltele-
ment aus amorphem zwischen niedriger und hoher Leitfihig=-
keit schaltbarem Halbleitermaterial mit einer Verzdgerungs--
zeit beim Ubergang von niedriger zu hoher Leitfahigkeit

in Verbindung mit Mitbteln zur Aufbringung einer Druck- .
kraft auf das Halbleitermaterial, wobei das Schaltelement
an den Ausgengskreis-eines Rechteckimpulse erzeugendeﬁ Ge-

- nerators angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, daB

bei ImpulshShen der ansteuernden Rechteckimpulse iiber der
Schwellspannung (US) des Halbleitermaterials deren wirk-—
same Impulsbreite (t5) zwischen der Verzdgerungszeit (%
ohne Druckbeaufschlagung und der Verzdgerungszeit (t2D)
mit Druckbeaufschlagung liegt.

5)
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